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1、概述 
CS1658 是一种带键盘扫描接口的 LED（发光二极管显示器）驱动控制专用电路，

内部集成有 MCU 数字接口、数据锁存器、LED 大电流驱动、键盘扫描等电路。主要应

用于 VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。其特点如下：  
● 采用功率 CMOS 工艺  
● 显示模式(5 位×9 段、4 位×10 段) 
● 键扫描（9×1bit）  
● 辉度调节电路（占空比 8 级可调）  
● 串行接口（CLK，STB，DIO）  
● 振荡方式：内置 RC 振荡（450kHz+5%）  
● 内置上电复位电路  
● 封装形式：SOP20 

2、功能框图与引脚说明  
2. 1、功能框图   
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2. 2、功能描述  
电路上电后，RC 振荡器起振，同时通过内部的复位电路对电路进行初始化，如操作模

式、显示控制等。电路初始化后，可通过串行接口接收 MCU 发送的指令、数据等。在 STB
为低电平时，CLK 有效，此时才能通过 DIO 端口与 MCU 交换信息。接收数据时，STB 从高

变为低电平后，从 DIO 输入的第一个字节作为一定指令。数据的接收和发送总是从字节的最

低位 LSB 开始。  
电路内主要有三条数据流：  

 串行接口 → 串并转换 → 指令译码 → 控制信息  
 串行接口 → 串并转换 → 显示数据存贮器  → SEG 输出  
 按键输入 → 按键锁存 → 按键存贮单元 → 并串转换 → DIO 输出  
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2.2.1 显示数据存贮器地址和显示模式  
显示图形、显示数据存贮器、写入数据三者之间的关系如下图所示：  

00HL

02HL

04HL

06HL

08HL

SEG1～SEG4

00HU 01HL

02HU 03HL

04HU 05HL

06HU 07HL

08HU 09HL

SEG9,X,X,X

DIG1

DIG2

DIG3

DIG4

DIG5

XXHL XXHU

b0～b3 b4～b7

00HL

02HL

04HL

06HL

08HL

X,SEG14,X,XSEG5～SEG8

 
2.2.2 按键扫描和按键存贮单元  
在按键扫描时，电路可以扫描 9×1 的键盘矩阵。对应如下：  

K1

KS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8 KS9  

在读取按键数据时，从低位开始，所读数据、按键存贮单元、扫描数据三者之间的关系

如下表所示：  

Byte0

Byte1

Byte2

Byte3

Byte4

K1 K1

KS1 KS2

KS3 KS4

KS5 KS6

KS7 KS8

KS9

b0 b3

读
出
顺

序

 
2.2.3 指令说明  
CS1658 共有 3 条指令：操作模式设置指令、数据 RAM 地址设置指令和显示控制指令。

指令的高两位是指令识别码，用以识别指令的类别，指向相应的译码器，产生对应的微操作。

每条指令里的不相关位可以为 1，也可以为 0。  
2.2.3.1 显示模式设置指令  
该指令用于设置选择 SEG 和 GRID 的个数。执行该指令时，若显示模式改变，则会关闭

显示，键扫输出在复位后继续，要重新显示，必须执行显示开 /关指令“ON”；若设置的显

示模式和原来相同，则不会发生同样的现象。该指令的识别码为‘00’ , 上电后默认选择

5GRIDs，9SEGs 模式，具体格式见下图。  
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0 0 - - - - b1 b0

MSB LSB

数据读写模式设置

00：4GRIDs,10SEGs

01：5GRIDs,9SEGs

不相关位

 
 

2.2.3.2 操作模式设置指令  
主要是用来设置写数据操作还是读按键数据操作，另外还可以设置是正常工作模式还是

测试模式，以及在写数据时的地址模式。该指令的识别码为‘01’ , 初始化后低四位为 0，
具体格式见下图。  

0 1 - - b3 b2 b1 b0

MSB LSB

数据读写模式设置

00：写数据到显示数据存贮器

10：读按键数据

地址模式设置

0：数据写入后地址自动加1

1：地址固定

电路工作模式选择

0：正常工作

1：测试模式

不相关位

 
 

2.2.3.3 显示数据存贮器地址设置指令  
用来设置所要的显示数据存贮器写入地址，所设置的地址要在 00H～0DH 之间。若所设

置的地址是 0EH 或更高，则被认为是无效地址，实际不能写入，直至设置了一个有效地址。

该指令的识别码为‘11’，初始化后低四位为 0，具体格式见下图。  

1 1 - - b3 b2 b1 b0

MSB LSB

显示数据存贮器地址设置

00H～0DH
不相关位

 

 
2.2.3.4 显示控制指令  
用来设置显示亮度，以及开/关显示设置。在该指令中，指令识别码为‘10’，初始化后

低四位为 0，具体格式见下图。  
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1 0 - - b3 b2 b1 b0

MSB LSB

亮度设置

000：脉宽＝1/16
不相关位

001：脉宽＝2/16

010：脉宽＝4/16

011：脉宽＝10/16

100：脉宽＝11/16

101：脉宽＝12/16

110：脉宽＝13/16

111：脉宽＝14/16

显示设置

0：显示关掉（按键扫描继续）

1：显示打开  
2.2.4 串行数据传输格式  
2.2.4.1 接收数据  

b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7

1 2 3 4 5 6 7 8

STB

CLK

DIO

传送结束

数据继续传送

接收数据（写数据）  
2.2.4.2 读取数据  

b0 b1 b7

1 2 8

STB

CLK

DIO

设置数据读取指令 读取数据

读取数据

b0 b1 b2 b3

1 2 3 4TWAIT

 
2.2.4.3 显示和按键扫描周期  

显示和键扫周期

12345678 91
0

GRID1

GRID2

GRID3

GRIDn

SEG输出 DIG1 DIG2 DIG3 DIGn DIG1 DIG2 DIG3 DIGn

1 Frame＝(n+1)Tdisp

1/16
Tdisp

Tdisp 键扫数据 键扫数据

1 Frame
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2.2.5 应用时串行数据的传输  

command1 command2 data 1 data n command3

STB

CLK

DIO

（1） 地址增加模式

command1 command2 data

STB

CLK

DIO

（2） 固定地址模式

command2 data command2 data

command1：操作模式设置指令

command2：显示数据存贮器地址设置指令

command3：显示控制指令

data：显示数据

串行数据传输的应用方法  
 

2.2.6 开关及时序特性  
2.2.6.1 开关特性：  

符号  参数  测试条件  最小  典型  最大  单位

TPLZ 传输延迟时间   －  －  300 ns 
TPZL 传输延迟时间   －  －  100 ns 
TTZH 上升时间   －  －  2 us 
TTHZ 下降时间   －  －  120 us 
TTLZ 上升时间   －  －  0.5 us 
TTZL 下降时间   －  －  120 us 

 
2.2.6.2 时序特性：  

符号  参数  测试条件  最小  典型  最大  单位

PWCLK 时钟脉冲宽度  －  400 －  －  ns 
PWSTB 选通脉冲宽度  －  1 －  －  ns 
TSETUP 数据建立时间  －  100 －  －  us 
THOLD 数据保持时间  －  100 －  －  us 

TCLKSTB CLK→STB CLK↑→STB↑ 1 －  －  us 
TWAIT 等待时间  CLK↑→CLK↑ 1 －  －  us 
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2.2.6.3 时序波形图  

PWSTB

STB

CLK

DIO_in

DIO_out

SEGn

GRIDn

TTZL TTLZ

90%

10%

PWCLK PWCLK

TSETUP THOLD

TCLKSTB

TPLZ TPZL

90%

10%

TTHZ TTZH

 

 

2. 3、引脚排列图   
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2. 4、引脚说明与结构原理图  
 

引脚  符  号  属性  功能  结 构 原 理 图  

1 DIO IO 
串行数据  

输入/输出口  

 

2 CLK I 时钟输入端  
 

3 STB I 片选信号  
 

4 K1 
I 

(下拉)
键扫描数据  

输入端  
pull-down

 

5 VDD P 电源   

6～14 
SEG1/KS1～

SEG9/KS9 
O 

PMOS 开漏结构的

SEG 输出端口；也

用作按键扫描信号  
18 GND P 地   

15 SEG14/GRID5 O 
SEG、GRID 共用输

出端口  

 

16，17，
19，20 

GRID4～GRID1 O 
NMOS 开漏结构的

GRID 输出端口  
 

 



 MOS 电路  CS1658 

 

 

版本：S-2012-07-A 无锡华润矽科微电子有限公司  第 8 页 共 12 页 
 

3、电特性 
3. 1、极限参数  

除非另有规定，Tamb= 25℃ 
参 数 名 称  符 号  额 定 值  单 位

电源电压  VCC -0.5～7 V 
极限输入电压  VIN GND-0.5～VDD+0.5 V 
极限输出电压  VOUT GND-0.3～VDD+0.3 V 
工作环境温度  Tamb -40～85 ℃ 
贮存温度  Tstg -65～+150 ℃ 

 

3. 2、电特性  
除非另有规定，Tamb= 25℃ 

参  数  符 号  条  件  最小  典型 最大  单位

电源电压  VDD  3 5 5.5 V 
高电平输入电压 VIH STB、CLK、DIO 0.7VDD - VDD V 
低电平输入电压 VIL STB、CLK、DIO 0 - 0.3VDD V 

高电平输出电流 IOH1 
SEG1～SEG9 
SEG14/GRID5 
VO=VDD-2V 

-20 -26 -40 mA 

高电平输出电流 IOH2 
SEG1～SEG9 
SEG14/GRID5 
VO=VDD-3V 

-20 -32 -50 mA 

低电平输出电流 IOL1 
GRID1～GRID4 
SEG14/GRID5 
VO=0.3V 

80 140 - mA 

低电平输出电流 IDOUT DIO，VO＝0.4V 4 - - mA 

SEG 高电平输出

电流容限  
ITOLSG 

VO=VDD-3V 
SEG1～SEG9 
SEG14/GRID5 

- - 5 ％  

下拉电阻  RL K1 5 10 20 kΩ 
RC 振荡频率  Fosc  - 450 - kHz 

动态电流  IDYN 
将显示控制指令设

为 80H，即显示关

断，且无负载  
- - 5 mA 
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4、典型应用线路与应用说明 

GRID1 GRID2 GRID3

GRID5GRID4

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8

KEY12KEY11

K1

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5 SEG6

SEG7

C1
101

C2
101

VDD

C3
100U

C4
104

VDD

KEY13 KEY14 KEY15

KEY16 KEY17 KEY18 KEY19

SEG1 SEG2 SEG3 SEG4 SEG5

SEG6 SEG7 SEG8 SEG9

SEG8

GRID5
GRID4
GRID3

GRID2
GRID1

C3
101

K1

SEG9

VDD

DIO
CLK
STB

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8

SEG1
SEG2
SEG3
SEG4
SEG5
SEG6
SEG7
SEG8

15 SEG14/GRID5

14 SEG9/KS9

13 SEG8/KS8

5VDD

6SEG1/KS1

7SEG2/KS2

8SEG3/KS3

9SEG4/KS4

11 SEG6/KS612 SEG7/KS7

20 GRID1

19 GRID2

18 GND

17 GRID3

16 GRID4

1DIO

2CLK

3STB

10SEG5/KS5

4K1

CS1658

a

bf

c

g

d
e

DPYa
b
c
d
e
f
g
dp

dp

com

LED1

a

bf

c

g

d
e

DPYa
b
c
d
e
f
g
dp

dp

com

LED2

a

bf

c

g

d
e

DPYa
b
c
d
e
f
g
dp

dp

com

LED3

a

bf

c

g

d
e

DPYa
b
c
d
e
f
g
dp

dp

com

LED4

a

bf

c

g

d
e

DPYa
b
c
d
e
f
g
dp

dp

com

LED5

R1
10K

R2
10K

R3
10K

 

COM/DIGITAL(Grid)

COMMON CATHOD TYPE LED PANEL:
a

b

c

d

e

f

g

h

Seg2

Seg1

Seg8

Seg3

Seg4

Seg5

Seg6

Seg7

 

a

b

c

d

e

f
g

h
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5、封装尺寸与外形图  

 

 
Sym. Min. Max. Sym. Min. Max. 

A 2.388 2.738 b 0.406TYP 
A1 0.102 0.300 c 0.254TYP 
A2 2.286 2.438 θ1 7°TYP 
E 10.109 10.566 θ2 7°TYP 

E1 7.442 7.595 θ3 0 8° 
D 12.687 12.891 θ4 45°TYP 
L 0.406 0.889 h1 0.254 0.457 
e 1.27TYP    
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产品中有毒有害物质或元素的名称及含量  

部件名称 

有毒有害物质或元素 

铅（Pb） 汞（Hg） 镉（Cd）
六价铬

（Cr+6） 

多溴联苯

（PBB）

多溴联苯

醚（PBDE） 

引线框 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

塑封树脂 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

芯片 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

内引线 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

装片胶 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

说明 

○：表示该有毒有害物质的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求

以下。×：表示该有毒有害物质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的

限量要求。    
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无锡华润矽科微电子有限公司  
WUXI CHINA RESOURCES SEMICO CO.，LTD. 
地址：中国江苏省无锡市菱湖大道 180-22   

邮编：214135 

电话：0510-85810118 

传真：（销售传真）0510-85874503      

网址：http://www.semico.com.cn   

公司主要销售联络点：   
市场营销部：江苏省无锡市菱湖大道 180-22       

邮编：214135  电话：0510-85810118-4445 / 2320  传真：0510-85874503  

深圳分公司：深圳市北环大道 7043 号青海大厦 1001 室       

邮编：518000  电话：0755-83572766  传真：0755-83572811 

 

     

应用技术服务：  
市场应用部：江苏省无锡市菱湖大道 180-22          

邮编：214135  电话：0510-85810118-5506 / 3563  传真：0510-85810118-3093     

深圳华润矽科微电子有限公司：深圳市北环大道 7043 号青海大厦 1001 室       

邮编：518000  电话：0755-83947357, 83547123  传真：0755-83572811 

注意：  
建议您在使用矽科产品之前仔细阅读本资料。  

希望您经常和矽科有关部门进行联系，索取最新资料，因为矽科产品在不断更新和提高。  

本资料中的信息如有变化，恕不另行通知。  

本资料仅供参考，矽科不承担任何由此而引起的损失。  
矽科不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。  

 


